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１．概要（Summary） 

外部からの入力に応答するセンサ信号を用いたニュー

ラルネットワークによる情報処理についての研究を行う。

製作するセンサデバイスから得られた信号をニューラルネ

ットワークに適用、その学習に適するニューラルネットワー

ク構成について探索する。センシングで必要な処理ごとに

最適化されたニューラルネットワークを形成可能とすること

が研究の最終目的である。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクアライナ（ミカサ社製 MA-10） 
デュアルイオンビームスパッタ装置(ハシノテック社製、

10W-IBS)  
【実験方法】 

SOI 基板上に形成したシリコン単結晶構造を用いたセ

ンサを形成する。センサの信号は静電容量型読み出し、

またはピエゾ抵抗型読み出しのいずれかとする。金属蒸

着とリソグラフィー装置によるパターニングを組み合わせる

ことで、センサ構造となる部分を SOI 活性層のエッチング

で形成し、外部入力に的確に応答するように形成した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1. Force-input point of the SOI sensor device 

 Fig. 1 はリソグラフィーによって所望の形状に形成したセ

ンサの外部入力部である。先端部分の形状は半径 50µm
の円形状に形成している。 

 
Fig. 2. Sharp tip of the SOI sensor with a high 

spatial resolution. 
 Fig. 2 は外部入力部分をより鋭い形状とし、半径を

0.5µm で形成した先端部分の電子顕微鏡写真である。先

ほどと比べて、より微小な入力変化を取得可能としたセン

サとなっており、より細かな変化に追従したセンサ信号を

得ることができた。これらの信号から、対象に適応したニュ

ーラルネットワークの形成方法を検討することができた。 
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